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Elektronske komponente -

Pasivne komponente 2



üFotootpornik (svetlosna 
karakteristika, spektralna 
karakteristika)

üPrincip rada fotodiode i 
fototranzistora

üLED

üOptokapler ïsimbol, uloga



üPrilikom osvetljavanja poluprovodnika u njemu 
se poveĺava koncentracija i manjinskih i 
veĺinskih nosilaca

üUnutraġnji fotoelektriļni efekat

üEfekat se javlja kada usled energije fotona 
elektroni prelaze iz valentne zone, ili sa 
primesnih nivoa, u provodnu zonu, kao i iz 
valentne zone na primesne nivoe

üEnergija fotona mora biti veĺa ili jednaka 
aktivacionoj energiji Ea odgovarajuĺeg prelaza: 

(5.1)

gde je h = 6,67Ö10-34 Js -Plankova konstanta, a f uļestanost 
elektromagnetnog zraļenja (svetlosti). 

aEhf ²



üIz (5.1) se dobija maksimalna talasna 
duģina elektromagnetnog talasa koji moģe 
da izazove fotoefekat

ü"crvena" granica fotoefekta

üñcrvena" granica unutraġnjeg fotoefekta u 
poluprovodnicima ļesto se nalazi u oblasti 
infracrvenog zraļenja 

ülmax reda nekoliko mm

üneke poluprovodniļke komponente se 
mogu koristiti u prijemnicima infracrvenog 
zraļenja.



üOsvetljavanje poluprovodnika i poluprovodniļkih 

komponenata ima sledeĺe posledice:

1. Poveĺava se provodnost poluprovodnika.

2. Ukoliko je fotoefekat u blizini p-n spoja, nastaje 

poveĺanje inverzne struje p-n spoja.

3. Usled difuzionog kretanja nosilaca, na p-n spoju ĺe 

se promeniti visina barijerei u tom sluļaju 

osvetljen p-n spoj moģe sluģiti kao izvor elektriļne 

energije.

üObrnuto, prilikom proticanja struje kroz p-n spoj, 

usled rekombinacije nosilaca dolazi do 

emitovanja svetlost i takav elemenat moģe da 

sluģi kao izvor svetlosti.



Absorpcija i emisija svetlosti



FOTOOTPORNIK

- radili smo kod otpornika -
ü Fotootpornici su poluprovodniļki otpornici kod kojih se 

otpornost smanjuje pod uticajem svetlosti

ü Rad poluprovodniļkih fotootpornika zasnovan je na 
efektu fotoprovodnosti (unutraġnjem fotoelektriļnom 
efektu). 

ü IzraĽuju se od:
¸ kadmijum sulfida (CdS)

¸ kadmijum selenida (CdSe)

¸ kadmijum sulfoselenida (CdSSe)

¸ cink sulfida (ZnS)

¸ za oblast infracrvenog zraĻenja od olovo sulfida (PbS), indijum 
antimonida (InSb), kadmijum telurida (CdTe) 

ü Otporni materijal se nanosi na izolacionu podlogu, a 
preko toga se prekriva providnim materijalom





Konstruktivni izgled fotootpornika: a-ploļica od steatita; 

b-fotoosetljivi otporni sloj (CdS); c-elektrode za kontakt (ovde su 

u obliku ļeġlja); d-providno kuĺiġte od epoksidne smole; e-izvodi.



üOsnovne karakteristike fotootpornika:
1. Statiļka strujno-naponska karakteristika-predstavlja 

zavisnost jednosmerne struje koja protiļe kroz fotootpornik od 
napona na njemu pri konstantnom osvetljaju. Razlika izmeĽu 
struje koja protiļe kroz fotootpornik kada je on osvetljen i struje 
neosvetljenog fotootpornika (struje tame) zove se fotostruja. 
Strujno-naponska karakteristika fotootpornika je u veĺini 
sluļajeva linearna ili bliska linearnoj



üOsnovne karakteristike fotootpornika:
2. Promena otpornosti sa osvetljajemïmeri se pri razliļitom 

osvetljenju otpornika svetloġĺu sloģenog spektralnog sastava



üOsnovne karakteristike fotootpornika:
3. Svetlosna karakteristika-predstavlja zavisnost fotostruje IF od 

osvetljenosti E, pri konstantnom naponu

A-konstanta koja zavisi od 
tipa fotootpornika 

c-konstanta koja zavisi od 

talasne duģine svetlosti i tipa 

fotootpornika 

E-osvetljenost. 

cÖ= EAI F



ü Osnovne karakteristike fotootpornika:
4. Spektralna karakteristika izraģava relativnu promenu fotostruje u 

zavisnosti od talasne duģine svetlosti koja pada na fotootpornik. 
Karakteristiļno je za sve fotootpornike da postoji talasna duģina 
lopt, zavisno od materijala od koga je saļinjen fotootpornik, pri 
kojoj je najveĺa promena fotostruje - maksimalna spektralna 
osetljivost



FOTODIODA
üPlanarna dioda kod koje je anodni kontakt izveden 

samo na delu difundovane povrġine, tako da je 
samo mali deo povrġine p-tipa zaklonjen kontaktom 

üSvetlost koja pada na povrġinu prodire u silicijum, 
tako da struja inverzno polarisane diode pri 
osvetljavanju poraste usled poveĺanja 
koncentracije manjinskih nosilaca u p-oblasti, koja 
je vrlo tanka, i u n-oblasti u dubini ispod prelazne 
oblasti

ü Inverzna struja poraste i usled generacije nosilaca 
u prelaznoj oblasti. Stvoreni elektroni odlaze iz 
prelazne oblasti u n-oblast, a ġupljine u p-oblast. 




